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TRANZYSTORY TG2, TG4, TG5 i TG6 TRANZYSTOR TG70
g matej mocy, malej czestotliwosci duzej mocy, malej czestotliwosci
: ; : W t . s ) r e
Parametr Jednostka ATtOSCIRIEYAlanad 20 War]fmkl fvartose
it TG2 | TG4 ] TGS | TG6 pomiaru Parametr | Jednostka przy Warunki pomiaru
— 0
—UBmax N/ 15 15 30 30 17=25%G
> UGk max W 15 15 30 30 RpE ) —UcB max v 30
~UEB niax Ni 10 10 10 10 — Uiz % 30 Rpp=0
—IC max mA 10 10 10 10 _UEI; '””-\. Vv 10
_ICM max mA 50 50 50 50 ——Ic ”"’L\ A 1,5
max mW 50 50 50 50 t, =35°C i :;“’" : i~ 3
linm,\' e 65 65 65 65 "j :”"-\ W 1 ta = 45°C, bez radiatora
—I _A = 15 = 10 = 15 =1 —Uyp =5V & = 45° i
—lgzrzo wA = 400 =250 = 403 = 403 2 e X 2 p i;?);a%i)e;am
20 == = = = er = CE e mm
T KQ 07—3,5 07—3,5 03—1,5 03—1,5 tas °C 75
hys, xX10— = 25 = 30 = 20 = 20 _Il 1A =100 U, =14V
i ey Gy 50 f =1kHz* CBO b CB
hs 20—80 20—50 25—80 25—80 e A =25 | —Ugz=14V
h22e uS = 100 = 60 = 200 = 300 B_. k] 16—90 *UCE =7V, _IC =03A
1o MHz 0,6 0,6 0,8 0.8 X B, R >~ 6,5 —Ugp=1V,—I;=3 A
F dB = 30 = 10880 = 15 = 30 U 1 e KHz ~100 | —U;p=7V,—I;=03A
2 «
* TG2 przy —Uc = 5V, —Ic = 1 mA; TG4 przy —Up = 2V, —Ic = 0,5 mA; —Ic =02mA
TG5 i TG6 przy —Ug = 2V, —Ic = 3 mA. Ry = 600 Q
TRANZYSTORY TG10 i TG20 TRANZYSTORY TGS50 i TG52
matlej mocy, $redniej czestotliwosci sredniej mocy, matej czestotliwosci
Wartosc¢ przy tz = 25°C Wartos¢ przy tz = 25°C
Parametr Jednostka Warunki i tk Warunki pomiaru
TGI0 ‘ T runki pomiaru Parametr | Jednostka TG50 TG53 P¢
—UcB max Vi 15 15 U v 30 30
_UCI:' max v 15 15 RBE = U s VvV 30 30 R0
—Ugp max A 6 6 ~ Y CE max BE
=T mA 5 5 —UEB max v o .
et max mA 10 10 e mA 125 125
i mw 50 50 t,<35°C i mA 250 250
K :
tjmax c 65 65 ; mW 150 150
—Icpo HA = 10 = 10 —Ucp=6V s oc 75 75
—Icko HA =600 =800 —U =6V e . . 5
« e =0 = 7 | Usp=6V, —I.=05mA| | TcBo e s S| monn il
h21e — =205 > 20 _UCE =6V, __[C = 0,5 mA —IgEo LA = 400 = 600 —.UC.E =6\
Typr Q | =200 = 250 —Ugg =6V, —I.=1 mA B, e 30—120 — —Ucp=6 V, —Io= 10mA
)1[/218 m}gv = 13 > 11 f =05 MHz B, bl > 20 - —Ucp =1 .V, —Iz=125mA
Tite 0.5—3,5 =~ 03 = S At i —I = 250 mA
ngze kQ ST Sile _UCE =6V —Ic = 0,5 mA B3A o =15 UCE 5 0,7V, for z
Clre kQ = 1000 =400 | TGIO przy f = 05 MHz: fo i = =300 U 0 o 0 e
€12e pE = 15 = 15 TG20 przy f = 2 'MHz sl v = 04 = 04 —Ic = 125 mA
Cye pE = 40 = 40 * Ucps — hapigcie nasycenia kolektora




T Najblizszy écjpowiednﬂ(
yP zagraniczny
tranzystora sabei
Sy TEWA f-my Philips | f-my Telefunken

TG2, TG4 OC70 —

TGS, TG6 OC71 —
TG10 0OC45 0C612 -
TG20 0OC44 OC613
TGS50 OC72 e
TG52 OC76 —

/ TG70 OC16 —
TGS5 * OC74 OC602 spez -
TG60 * OC30 —
~ * Tranzystory w opracowaniu

w opracowaniu. znajduje sie fotodioda FG2.
Najblizszym jej odpowiednikiem zagranicznym
firmy Philips jest fotodioda OAP12.



Szkic wymiarowy tranzystoréw TG2 — TG6, TG10 i TG28
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Szkic wymiarowy tganzystorbw TG50 i TG52

Szkic wymiarowy tranzystora TG70
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